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【1,はじめに】 表面活性化ボンディング(SAB)法[1.2]は昇温過程を伴わない接合形成方法であり、この手法を用いてナノ

ワイヤー太陽電池やMEMSなどのデバイスの作製が期待されている。[3,4] 今回我々は、前回[5]問題となったメサ構造

Si/Si接合の寄生容量の低減を目的として、前回よりも深くエッチングしたメサ構造Si/Si接合の試料を作成し、 

C-V測定により効果を確認した。 

【2,実験】 (100)p-Si 基板(キャリア濃度：2.1×1015 cm-3)の表面をSF6ガスによりドライエッチングし、200μmφ、 

深さ約10μmのメサ構造（面積比,メサ：全体=1：8）を形成し、その後、SAB装置を用いて(100)n-Si基板(キャリア濃度：

3.3× 1016cm-3)との接合を形成した。 同時に同一の基板を用いた全面接合の試料も作成した。接合形成後, 

電極( p-Si ; Al, n-Si ; Ti/Au) を形成し、すべての試料を400℃で一分間アニール後、作製した試料のC-V特性を測

定周波数を100kHzにして室温で測定した。 またメサ構造を有するp-Si/n-Si接合の断面のSEM観察を行った。 

【3,測定結果】 サンプルの断面SEM像をFig.１に示す。 接合部分以外において基板の間隔が約13μmあり、 

前回(約1.1μm)よりも深くエッチングされていることを示している。 C-V特性の測定結果をFig.2に示す。  

同図に計算で求めた寄生容量をメサ構造の測定値から削除した値も合わせて示す。Fig.2から導出した空間電荷密

度はメサ構造(寄生容量補後)1.6×1015㎝－3 全面接合1.2×1015㎝－3 となっている。前回のC-V測定の結果(メサ構

造(寄生容量補正済)3.5×1015㎝－3 全面接合1.3×1015㎝－3)に比べて、メサ構造の測定値が全面接合の測定値に近

いことは、深いエッチングにより寄生容量が低減されていることを示唆する。 

  

Fig.1 Cross-sectional SEM image of        Fig.2 C-V characteristics of p-Si/n-Si junctions 

 p-Si/n-Si junctions on mesa            
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